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※概要（Summary）： 
シリコン基板上にドライエッチングでミクロンオーダーの深

さをする流路を形成する方法として、ボッシュプロセスと呼

ばれる方法が知られている。このボッシュプロセスでは、

エッチングモードと保護膜モードのサイクルを交互に繰り

返すことによってシリコンの深堀エッチングを行う。保護膜

モードで形成されるフッ素を含む炭化物の保護膜形成が

過剰な場合、エッチングが進まずに流路形成が困難とな

ることが懸念される一方、保護膜がエッチング部に残存す

るとブラックシリコン(B-Si)と呼ばれる針状の構造物が発

生する原因となる。そこで、保護膜モードのエッチングプ

ロセス条件とエッチングされたシリコン表面の平坦性の関

係について調べた。 
 
※実験（Experimental）： 
利用した装置 
・ i 線露光装置  ・ 多目的エッチング装置 
・ 高分解能電界放出電子顕微鏡(FE-SEM) 
エッチングマスクは、i 線露光装置でパターニングしたレジ

ストマスクである。ボッシュプロセスの保護膜モードで用い

る CHF3のガス流量をパラメーターとした 3 条件で検討を

行った。エッチングモードのプロセス条件やサイクル数は

同一の条件を用いた。以降、CHF3 ガス流量が少ない条

件から順に CHF3-S、CHF3-M、CHF3-L と呼ぶ。エッチ

ングによって作製した流路の断面観察を FE-SEM で行

い、B-Si の高さ(hB-Si)とエッチング量を比較した。 
 
※結果と考察（Results and Discussion）： 
Fig.1(a)～1(c)はそれぞれ、CHF3-S および CHF3-M、

CHF3-Lの条件で作製したSi流路断面のFE-SEM像で

ある。CHF3-M、CHF3-L では流路底部に B-Si が発生し

ているが、CHF3-S では B-Si が殆ど見られなかった。

Fig.2 はエッチング量の保護膜モード条件依存性である。

CHF3 量を減少させるとエッチングレートが僅かに増加した

が、レートの差は 5%程度であった。 

 

Fig. 1 Passivation mode process condition dependence 
of Si fluid channel basal plane smoothness. 

 
Fig. 2 CHF3 flow rate dependence of etching amount. 
 
※その他・特記事項（Others）： 
CHF3 のガス流量に依存した流路側壁のテーパー角度やア

ンダーカット量についても評価を進めるとともに、エッチング

モードのプロセス条件の検討も行う。 
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